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FIG 1

OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (100), comprising an optoelectronic semiconductor chip (110),
a housing (120) and a transparent structure (130). The housing (120) comprises an upper face (121) and, on the upper face (121), two
projections projecting beyond the upper face (121). The transparent structure (130) is arranged on the upper face (121) of the housing
(120) at least partially between the projections.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement (100), aufweisend einen optoelektronischen Halb-
leiterchip (110), ein Gehduse (120) und eine transparente Struktur (130). Das Gehéuse (120) weist eine Oberseite (121) und an der
Oberseite (121) zwei tiber die Oberseite (121) hinausragende Vorspriinge auf. Die transparente Struktur (130) ist an der Oberseite (121)
a des Gehduses (120) zumindest teilweise zwischen den Vorspriingen angeordnet.

0 2019/166352 A 1 I K01 O O OO

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]



WO 2019/166352 A1 |11} 00P 000 0000 0O O

SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
jede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ,TZ,UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CIL, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)



10

15

20

25

30

35

WO 2019/166352 PCT/EP2019/054521

OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUM
HERSTELLEN EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Rauelement und
ein Herstellungsverfahren fir ein optoelektronisches Bauele-

ment.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2018 104 382.1, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Optoelektronische Bauelemente bestehen im Allgemeinen aus ei-
nem Gehduse, einem optoelektronischen Halbleiterchip, welcher
am oder im Gehduse angebracht ist, und kdénnen eine transpa-
rente Struktur, beispielsweise eine Linsenstruktur, aufwei-
sen. Die transparente Struktur kann zum Schutz des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips dienen und, sofern die transparente
Struktur als Linsenstruktur ausgestaltet ist, zusatzlich eine
Strahlformung des aus dem optoelektronischen Bauelement aus-
tretenden oder des in das optoelektronische Bauelement ein-

tretenden Lichts ermdglichen.

Transparente Strukturen fliir solche optoelektronischen Bauele-
mente werden im Stand der Technik zundchst in einem externen
Prozess hergestellt, und anschlieBend einzeln auf das Gehduse
aufgeklebt. Alternativ kdénnen die transparenten Strukturen
mittels Dispensing direkt auf einer Oberfldche des Gehauses
erzeugt werden, wobei die realisierbare Form der transparen-
ten Struktur durch die Oberflachenspannung des hierbei ver-
wendeten Materials festgelegt ist. Eine Herstellung der
transparenten Strukturen direkt auf der Oberfldche des Gehau-
ses mittels Formpressen ist nur schwierig umzusetzen, da die
transparente Struktur iUber das gesamte Gehause gefiihrt sein
muss und dadurch Stress um Bauelement entsteht. In diesem

Fall kann sich die transparente Struktur vom Gehaduse 1ldsen.
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Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes Herstel-
lungsverfahren fir ein optoelektronisches Bauelement mit ei-
ner transparenten Struktur und ein verbessertes optoelektro-
nisches Bauelement mit einer transparenten Struktur bereitzu-
stellen. Diese Aufgabe wird mit dem optoelektronischen Bau-
element und dem Herstellungsverfahren der unabhangigen Pa-
tentanspriiche geldst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen

sind in den abhangigen Patentanspriichen angegeben.

Ein optoelektronisches Bauelement weist einen optoelektroni-
schen Halbleiterchip, ein Gehduse und eine transparente
Struktur auf. Der optoelektronische Halbleiterchip kann dabei
als Leuchtdiode, Laserdiode oder Fotodiode ausgestaltet sein.
Das Gehéduse des optoelektronischen Rauelements weist eine
Oberseite auf, wobeil das Gehduse zusatzlich an der Oberseite
zwel Uber die QOberseite hinausragende Vorspriinge aufweist.
Die transparente Struktur ist an der Oberseite des Gehauses

zumindest teilweise zwischen den Vorspriingen angeordnet.

Die Vorspringe, die lber die Oberseite des Gehduses hinausra-
gen, konnen also zum Begrenzen der transparenten Struktur
verwendet werden. Dadurch wird ein einfaches Herstellungsver-

fahren des optoelektronischen Bauelements moéglich.

Die Vorspriinge und das Gehdause kénnen aus demselben Material
einstickig oder aus unterschiedlichen Materialien hergestellt

sein.

In einer Ausfihrungsform ist die transparente Struktur in an
die Vorspriinge angrenzenden Bereichen planar mit den Vor-
spriingen. Dies kann derart erzeugt werden, dass ein Formwerk-
zeug fir die transparente Struktur auf die Vorspriinge aufge-
setzt wird und so innerhalb des Formwerkzeugs eine Kavitat
entsteht, die mit der transparenten Struktur aufgefiillt wer-
den kann. Besonders einfach ist dies zu realisieren, wenn das
Formwerkzeug eine ebene QOberfldche aufweist, die auf die Vor-
springe aufgesetzt werden kann. Dadurch ist die transparente

Struktur in an die Vorspringe angrenzenden Bereichen planar
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mit den Vorspringen und es wird eine einfache Herstellung des

optoelektronischen Bauelements ermdglicht.

In einer Ausfihrungsform umfasst die transparente Struktur
eine Linsenstruktur. Dabei kann die transparente Struktur
vollstandig als Linsenstruktur ausgebildet sein oder aber
auch Teilbereiche beinhalten, die nicht als Linsenstruktur
ausgestaltet sind. Ein solches Rauelement mit einer transpa-
renten Struktur, die als Linsenstruktur ausgefithrt ist, lasst

sich einfach herstellen.

In einer Ausfihrungsform ist eine Rotationssymmetrieachse der
Linsenstruktur iber einem Mittelpunkt des optoelektronischen
Halbleiterchips angeordnet. Dadurch kdénnen besonders vorteil-

hafte Strahlgeometrien erreicht werden.

In einer Ausfihrungsform weist das Gehduse eine Kavitat auf.
Die Kavitdt ist zwischen den Vorspriingen angeordnet und der
optoelektronische Halbleiterchip in der Kavitat des Gehauses
angeordnet. Eine solche Anordnung des optoelektronischen
Halbleiterchips innerhalb der Kavitat fiithrt dazu, dass der
optoelektronische Halbleiterchip durch das Gehause geschitzt
wird. Die Kavitat kann dabei von der Oberseite des Geh&duses

ausgehend in das Gehause hinein gefiihrt sein.

In einer Ausfihrungsform ist die Kavitdt teilweise mit der
transparenten Struktur gefillt. Dadurch wird erreicht, dass
die transparente Struktur parallel zur Oberseite des Gehduses
nicht einfach verrutschen kann und an dem vorgegebenen Platz
bleibt. Dies ermdglicht ein stabileres optoelektronisches

Bauelement.

In einer Ausfihrungsform ist eine Konversionsschicht zwischen
der transparenten Struktur und dem optoelektronischen Halb-
leiterchip angeordnet. Die Konversionsschicht kann dabei als
Plattchen ausgefiihrt sein, welches auf den optoelektronischen
Halbleiterchip aufgesetzt ist. Alternativ kann die Konversi-

onsschicht auch als Vergussschicht oberhalb des optoelektro-
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nischen Halbleiterchips ausgefithrt sein, insbesondere, wenn
der optoelektronische Halbleiterchip in einer Kavitat des Ge-
hduses angeordnet ist. Ferner kann die Konversionsschicht
mittels einer Sprithbeschichtung erzeugt werden. Die Konversi-
onsschicht kann dann die Kavitat vollstadndig oder teilweise
fiillen, wobei bei einem teilweisen Fiillen der Kavitdt durch
die Konversionsschicht das restliche Volumen innerhalb der
Kavitat durch die transparente Schicht gefiillt sein kann und
somit die Stabilitat des optoelektronischen Bauelements er-

hoht werden kann.

In einer Ausfihrungsform ist die transparente Struktur an
zwel Gehduseseiten jeweils bis zu einem Rand des optoelektro-
nischen Bauelements gefithrt. Dadurch wird ein Herstellungs-
verfahren vereinfacht, da mehrere optoelektronische Bauele-
mente mit mehreren transparenten Strukturen aneinander an-
grenzend in einem Arbeitsgang hergestellt und anschlielend

vereinzelt werden kdnnen.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-

ments umfasst die folgenden Schritte:

- Erzeugen eines Gehduses mit einer Oberseite und zwei lber
die Oberseite hinausragenden Vorspringen;

- Einsetzen eines optoelektronischen Halbleiterchips in das
Gehause;

- Aufbringen einer transparenten Struktur an der Oberseite
des Gehduses, wobei die transparente Struktur zumindest

teilweise zwischen den Vorspringen angeordnet ist.

Durch das Aufbringen der transparenten Struktur direkt an der
Oberseite des Gehduses, ohne die transparente Struktur wvom
Gehduse getrennt zu erzeugen, wird das Herstellungsverfahren

flir das optoelektronische Bauelement deutlich vereinfacht.

In einer Ausfihrungsform wird das Gehause aus einem Kunst-
stoff erzeugt. Dies kann insbesondere mittels eines Spritz-
gussverfahrens geschehen. Kunststoffgehiduse eignen sich gut

flir optoelektronische Bauelemente. Diese mittels Spritzguss-
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verfahren zu erzeugen, ermdglicht eine einfache und kosten-
ginstige Herstellung des Gehduses. Dabei kodonnen die Vorsprin-
ge des Gehduses innerhalb desselben Spritzgussverfahrenspro-

zessschrittes erzeugt werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird das Gehduse mit
dem optoelektronischen Halbleiterchip in ein Spritzpresswerk-
zeug eingesetzt. Die transparente Struktur weist einen Kunst-
stoff und/oder ein Epoxidharz und/oder ein Silikon auf. Die
transparente Struktur wird mittels eines Spritzpressverfah-
rens innerhalb des Spritzpresswerkzeugs erzeugt. Das Spritz-
presswerkzeug kann dabei die spatere Form der transparenten
Struktur bestimmen, und beispielsweise so ausgestaltet sein,
das die transparente Struktur spater eine Linsenstruktur um-

fasst.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird das Gehduse mit
dem optoelektronischen Halbleiterchip in das Spritzpresswerk-
zeug derart eingesetzt, dass das Spritzpresswerkzeug auf den
Vorspringen aufliegt und das Gehduse mit den Vorspriingen und
das Spritzgusswerkzeug dabei einen fir das transparente Mate-
rial dichten Bereich bilden, in den das transparente Material
spritzgepresst wird. Das transparente Material bildet an-
schlielBend die transparente Struktur. Der dichte Bereich soll
dabei insbesondere derart ausgestaltet sein, dass zwischen
dem Spritzpresswerkzeug und den Vorspriingen das transparente
Material nicht hindurchtreten kann. Es kann ein Einlassbe-
reich und ein Auslassbereich innerhalb des dichten BRereichs
vorgesehen sein, wobei das spritzgepresste Material durch den
Einlassbereich in den abgedichteten Bereich gelangt und die
innerhalb des abgedichteten Bereichs befindliche Luft durch
den Ausgangsbereich aus dem abgedichteten Bereich entweichen
kann. Um eine vollstadndige Fillung des abgedichteten BRereichs
mit dem transparenten Material zu erzeugen, kann es vorgese-
hen sein, dass transparentes Material durch den Auslassbe-

reich den abgedichteten Bereich verlasst.
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In einer Ausfiihrungsform werden die Vorspriinge beim Einsetzen
des Gehduses in das Spritzpresswerkzeug deformiert. Dadurch
kann die Abdichtung zwischen Spritzpresswerkzeug und Gehduse

weliter verbessert werden.

In einer Ausfihrungsform ist das Spritzpresswerkzeug derart
ausgestaltet, dass eine Linsenstruktur des transparenten Ma-

terials erzeugt wird.

In einer Ausfiihrungsform sind mehrere Gehduse in einem Zwi-
schenprodukt aneinander angrenzend erzeugt worden. Die Vor-
spriinge der Gehause sind durchgehend iber das Zwischenprodukt
ausgefiihrt. Das transparente Material wird zumindest teilwei-
se zwischen den durchgehenden Vorspringen aufgebracht und das
Zwischenprodukt anschlieBend in einzelne optoelektronische

Bauelemente vereinzelt.

Wenn dieses Verfahren in einem Spritzpresswerkzeug durchge-
fihrt wird, kann es vorgesehen sein, dass das Spritzpress-
werkzeug und die Vorspriinge einen abgedichteten Bereich iber
das Zwischenprodukt erzeugen und der Auslassbereich eines
Bauelements einen Einlassbereich eines nachsten Bauelements
darstellt. Das transparente Material wird auf einer Seite des
Zwischenprodukts eingebracht und entlang der Vorspriinge iber
das Zwischenprodukt und somit iUber die einzelnen Gehduse ver-
teilt. Dadurch wird ein Verfahren bereitgestellt, bei dem
mehrere optoelektronische Bauelemente kostengiinstig mit weni-
gen Verfahrensschritten erzeugt werden kénnen. In diesem Fall
ist das transparente Material, welches die transparente
Struktur bildet, an zwei Gehduseseiten jeweils bis an einen

Rand des optoelektronischen Bauelements gefihrt.

Das Vereinzeln der Bauelemente kann mittels Sageschnitt, Atz-

prozess oder Lasertrennprozess erfolgen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist das Gehduse o-
der das Zwischenprodukt eine Rampe auf. Die Rampe weist Ram-

penvorspringe auf, wobei die Rampenvorspriinge an einer Grenze
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zwischen Rampe und Oberseite in die Vorspriinge des Gehéduses
ilbergehen. Das transparente Material wird zusédtzlich zwischen
den Rampenvorspringen aufgebracht. Eine solche Rampe kann da-
zu dienen, das wahrend eines Spritzpressvorgangs eingebrachte
transparente Material zur Oberseite der Gehause des Zwischen-
produkts zu fihren. Durch die Rampenvorspriinge, welche in die
Vorspriinge der Gehause iibergehen, kann eine Abdichtung zwi-
schen dem Zwischenprodukt und einem Spritzpresswerkzeug er-

zeugt werden.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-

tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 eine isometrische Ansicht durch ein erstes Ausfih-
rungsbeispiel eines optoelektronischen Bauele-
ments;

Fig. 2 einen Querschnitt durch das erste Ausfihrungsbei-
spiel des optoelektronischen Bauelements;

Fig. 3 einen Querschnitt durch ein zweites Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements;

Fig. 4 einen Querschnitt durch ein drittes Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements;

Fig. 5 einen Querschnitt durch ein viertes Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements;

Fig. 6 einen Querschnitt durch ein finftes Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements;

Fig. 7 einen Querschnitt durch ein sechstes Ausfihrungs-

beispiel eines optoelektronischen Bauelements;
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Fig. 8 einen Querschnitt durch ein Gehduse eines opto-
elektronischen Bauelements, eingesetzt in ein
Spritzpresswerkzeug wahrend eines Herstellungsvor-

gangs;

Fig. 9 ein Zwischenprodukt wahrend der Herstellung eines

optoelektronischen Bauelements; und

Fig. 10 ein weiteres Zwischenprodukt.

Fig. 1 zeigt eine isometrische Ansicht eines ersten Ausfiih-
rungsbeispiels eines optoelektronischen Bauelements 100, wel-
ches einen optoelektronischen Halbleiterchip 110, ein Geh&ause
120 und eine transparente Struktur 130 aufweist. Das Gehause
120 weist eine Oberseite 121 auf, wobei der optoelektronische
Halbleiterchip 110 auf der Oberseite 121 des Gehauses 120 an-
geordnet ist. Das Gehduse 120 weist an der Oberseite 121 fer-
ner zwei Uber die Oberseite 121 hinausragende Vorspringe 122,
123, also einen ersten Vorsprung 122 und einen zweiten Vor-
sprung 123, auf. Mit gestrichelten Linien dargestellt ist die
transparente Struktur 130. Die gestrichelten Linien sollen
dabei die Durchsichtigkeit der transparenten Struktur 130
verdeutlichen, sodass die innerhalb der transparenten Struk-
tur 130 vorhandenen Merkmale des optoelektronischen Bauele-

ments 100 sichtbar sind.

Die transparente Struktur 130 weist einen ersten Bereich 131
und einen zweiten Bereich 132 auf. Der erste Bereich 131
grenzt an die Oberseite 121 des Gehduses 120 an und befindet
sich zwischen den Vorspringen 122, 123. Der zweite Bereich
132 ist oberhalb des lichtemittierenden Halbleiterchips 110
angeordnet und befindet sich nicht zwischen den Vorspriingen
122, 123. Die transparente Struktur 130 ist dabei an zwei Ge-
hauseseiten 115 jeweils bis an einen Rand 101 des optoelekt-

ronischen Bauelements 100 gefiihrt.
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Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die mit den Buchstaben A
bezeichnete Ebene des optoelektronischen Bauelements 100 der
Fig. 1.

Der optoelektronische Halbleiterchip 110 ist zwischen den
Vorspringen 122, 123 angeordnet und lUberragt die Vorspriinge
122, 123. Oberhalb des optoelektronischen Halbleiterchips 110
ist der zweite Bereich 132 der transparenten Struktur 130 an-

geordnet.

Angrenzend an die Vorspringe 122, 123 ist die transparente
Struktur 130 planar mit den Vorspringen 122, 123. Insbesonde-
re der erste Bereich 131 der transparenten Struktur 130

schlielt planar mit den Vorspringen 122, 123 ab.

Alternativ zu den Darstellungen in den Figuren 1 und 2 kann
es vorgesehen sein, dass eine Bauhbhe des lichtemittierenden
Halbleiterchips 110 geringer ist als eine Hohe der Vorspringe
122, 123. In diesem Fall kann auf den zweiten Bereich 132 der
transparenten Struktur 130 verzichtet werden. Der lichtemit-
tierende Halbleiterchip 110 wird dann von der transparenten
Struktur 130, und insbesondere vom ersten Bereich 131 der

transparenten Struktur 130 vollstandig bedeckt.

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch ein zweites Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements 100. Im Unter-
schied zum ersten Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 1 und 2 ist
die transparente Struktur 130 als Linsenstruktur 133 ausge-
bildet. Die Linsenstruktur 133 ist dabei bis an die Vorsprin-
ge 122, 123 gefihrt und bedeckt den optoelektronischen Halb-
leiterchip 110 vollstandig. Die Linsenstruktur 133 ist als
Konvexlinse ausgebildet. In diesem Ausfiihrungsbeispiel ist
die transparente Struktur 130 in an die Vorspringe 122, 123
angrenzenden Bereichen nicht planar mit den Vorspringen 122,
123. Die Linsenstruktur 133 kann analog zum zweiten Bereich
132 der transparenten Struktur 130 des ersten Ausfihrungsbei-
spiels der Fig. 1 nur oberhalb des optoelektronischen Halb-

leiterchips 110 ausgebildet sein. In diesem Fall kann die
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transparente Struktur 130 analog zum ersten Ausfithrungsbei-
spiel einen ersten Bereich 131 aufweisen, der planar mit den

Vorspringen 122, 123 ist.

In einem Ausfiihrungsbeispiel ist eine Rotationssymmetrieachse
134 der Linsenstruktur 133 {iber einem Mittelpunkt 111 des
optoelektronischen Halbleiterchips 110 angeordnet. Die Rota-
tionssymmetrieachse 134 kann jedoch auch auBerhalb des Mit-
telpunkts 111 des optoelektronischen Halbleiterchips 110 an-
geordnet sein und insbesondere auch nicht durch den Mittel-
punkt 111 verlaufen. Alternativ kann die Linsenstruktur 133

als Zylinderlinse ausgestaltet sein.

Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch ein drittes Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements 100. Das Gehau-
se 120 des optoelektronischen Bauelements 100 weist eine von
der Oberseite 121 ausgehende Kavitat 124 auf, wobei die Kavi-
tadt 124 eine zur Oberseite 121 parallele Montageflache 125
aufweist. Der optoelektronische Halbleiterchip 110 ist auf
der Montageflache 125 angeordnet. Von der Oberseite 121 aus-
gehend sind wieder lUber die Oberseite 121 hinausragende Vor-
springe 122, 123 angeordnet. Die transparente Struktur 130
ist teilweise zwischen den Vorspringen 122, 123 angeordnet
und fillt die nicht vom optoelektronischen Halbleiterchip 110
in Anspruch genommenen Raume der Kavitat 124 auf. Die trans-
parente Struktur 130 ist also teilweise innerhalb der Kavitat
124 angeordnet. Oberhalb des optoelektronischen Halbleiter-
chips 110 ist eine optionale Konversionsschicht 112 angeord-
net, die gestrichelt dargestellt ist und die als Plattchen
auf den optoelektronischen Halbleiterchip 110 aufgesetzt aus-
gefithrt sein kann. Die gestrichelte Darstellung soll die Op-
tionalitat der Konversionsschicht 112 verdeutlichen. Die Kon-
versionsschicht 112 kann eingerichtet sein, vom optoelektro-
nischen Halbleiterchip 110 emittiertes Licht in Licht mit ei-

ner anderen Wellenlange umzuwandeln.

Alternativ kann die Konversionsschicht 112 als Spraycoating-

Schicht realisiert sein. Eine solche, als Spraycoating-
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Schicht realisierte Konversionsschicht 112 kann auch weitere

Bereiche der Kavitat 124 bedecken.

Zusatzlich gestrichelt in Fig. 4 dargestellt ist eine optio-
nale Linsenstruktur 133 oberhalb des optoelektronischen Halb-
leiterchips 110. Diese ist als Sammellinse analog zur Fig. 3
ausgefiihrt. Auch hier dient die gestrichelte Darstellung der

Linsenstruktur 133 der Verdeutlichung der Optionalitéat.

Beim dritten Ausfithrungsbeispiel sind die Vorspringe 122, 123
nicht an Seitenfldchen 126 des Gehauses 120 angeordnet, son-

dern von den Seitenfldchen 126 abgesetzt.

Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch ein viertes Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements 100, das dem
optoelektronischen Bauelement 100 der Fig. 4 entspricht, so-
fern im Folgenden keine Unterschiede beschrieben sind. Die in
Fig. 4 optional dargestellte Linsenstruktur 133 ist beim
optoelektronischen Bauelement 100 der Fig. 5 ausgebildet.
Ferner ist die in Fig. 4 optional dargestellte Konversions-
schicht 112 nicht als Plattchen, sondern als Fiillung der Ka-
vitat 124 ausgestaltet. Die Kavitat 124 ist bis zur Oberseite
121 des Gehduses 120 mit der Konversionsschicht 122 gefillt.
Die Vorspringe 122, 123 sind an Seitenflachen 126 des Gehau-
ses 120 angeordnet. Die transparente Struktur 130 weist einen
ersten Bereich 131 zwischen den Vorspriingen 122 und 123 sowie
die Linsenstruktur 133 auf, wobeili die Linsenstruktur 133

nicht zwischen den Vorspringen 122, 123 angeordnet ist.

Die Ausgestaltung der transparenten Struktur 130 des vierten
Ausfiihrungsbeispiels kann auch beim dritten Ausfiihrungsbei-

spiel der Fig. 3 analog verwendet werden.

Fig. 6 zeigt einen Querschnitt durch ein finftes Ausfihrungs-
beispiel eines optoelektronischen Bauelements 100, welches
dem optoelektronischen Bauelement 100 der Fig. 5 entspricht,
sofern im Folgenden keine Unterschiede beschrieben sind. Die

Konversionsschicht 112 fullt die Kavitat 124 nicht bis zur
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Oberseite 121. Das bedeutet, dass die Konversionsschicht 112

die Kavitat 124 nur teilweilise fullt.

Die transparente Struktur 130 ist teilweise innerhalb der Ka-
vitat 124 oberhalb der Konversionsschicht 112 angeordnet. Die
Linsenstruktur 133 der transparenten Struktur 130 ist nicht

als Konvexlinse, sondern als Konkavlinse ausgefihrt.

Die Ausgestaltungen der Figuren 4 bis 6 kénnen hinsichtlich
der Anordnung der Vorspringe 122, 123, hinsichtlich der Aus-
gestaltung der Konversionsschicht 112 und hinsichtlich der
Ausgestaltung der Linsenstruktur 133 Jjeweils beliebig mitei-
nander kombiniert werden, sodass beispielsweise die Vorsprin-
ge 122, 123 der Fig. 4, die Ausgestaltung der Konversions-
schicht 112 der Fig. 5 und die Ausgestaltung der Linsenstruk-
tur 133 der Fig. 6 in einem weiteren Ausfihrungsbeispiel rea-
lisiert werden kann. Ferner kann es in allen drei Ausgestal-
tungen vorgesehen sein, die Linsenstruktur 133 analog zur

Fig. 3 auszufihren.

Fig. 7 zeigt einen Querschnitt durch ein sechstes Ausfiih-
rungsbeispiel eines optoelektronischen Bauelements 100, wel-
ches dem optoelektronischen Bauelement 100 der Fig. 5 ent-
spricht, sofern im Folgenden keine Unterschiede beschrieben
sind. Im sechsten Ausfihrungsbeispiel der Fig. 7 ist keine
Konversionsschicht 112 vorgesehen. Es kann jedoch auch alter-
nativ eine der bereits beschriebenen Konversionsschichten 112
vorgesehen sein. Der optoelektronische Halbleiterchip 110 ist
also direkt in die transparente Struktur 130 innerhalb der
Kavitat 124 eingebettet. Innerhalb des Gehaduses 120 sind zwei
tiefgezogene Leiterrahmenabschnitte 127, 128 vorgesehen. Da-
bei ist ein erster Leiterrahmenabschnitt 127 derart innerhalb
des Gehauses 120 angeordnet, dass der optoelektronische Halb-
leiterchip 110 auf dem ersten Leiterrahmenabschnitt 127 ange-
ordnet ist und einen elektrischen Kontakt dadurch herstellt.
Ein zweiter Leiterrahmenabschnitt 128 ist mit einer Oberseite
des lichtemittierenden Halbleiterchips 110 mittels einem
Bonddraht 113 verbunden. Die Leiterrahmenabschnitte 127, 128
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sind zu einer Unterseite 129 des Gehduses 120 gefithrt und ra-

gen Uber die Seitenfldchen 126 des Gehauses 120 hinaus.

Alternativ zu den tiefgezogenen Leiterrahmenabschnitten 127,
128 konnen auch konventionelle Leiterrahmenabschnitte oder
Vias oder andere elektrische Kontaktierungsmdéglichkeiten vor-

gesehen sein.

Um ein optoelektronisches Bauelement der gezeigten Ausfiih-
rungsbeispiele herzustellen, wird zunachst ein Gehause 120
mit einer Oberseite 121 und zwei tber die Oberseite 121 hin-
ausragenden Vorspringe 122, 123 erzeugt. AnschlieBend wird
ein optoelektronischer Halbleiterchip 110 in das Gehause 120
eingesetzt. Anschlielend wird eine transparente Struktur 130
an der QOberseite 121 des Gehauses 120 aufgebracht, wobei die
transparente Struktur 130 zumindest teilweise zwischen den

Vorspringen 122, 123 angeordnet ist.

In einem Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird das Gehause
120 aus einem Kunststoff erzeugt, insbesondere mittels eines
Spritzgussverfahrens. Dabei kann es vorgesehen sein, Leiter-
rahmenabschnitte 127, 128, wie in Fig. 7 gezeigt, innerhalb
des Gehauses 120 anzuordnen. Alternativ kdnnen auch andere
Kontaktierungselemente wahrend des Spritzgussverfahrens des

Gehauses 120 in das Gehause 120 integriert werden.

In einem Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird das Gehause
120 mit dem optoelektronischen Halbleiterchip 110 in ein
Spritzpresswerkzeug 140 eingesetzt. Ein Querschnitt durch ein
solches Spritzpresswerkzeug 140 mit eingesetztem Gehduse 120
und optoelektronischem Halbleiterchip 110 ist in Fig. 8 dar-
gestellt. Das Spritzpresswerkzeug 140 besteht aus einer unte-
ren Platte 141 und einem Oberteil 142. Das Gehduse 120 ist
auf der unteren Platte 141 angeordnet. Das Oberteil 142 ist
derart oberhalb des Gehduse 120 angeordnet, dass das Oberteil
142 auf den Vorspringen 122, 123 aufliegt. Eine Ausnehmung
143 innerhalb des Oberteils 142 ist derart ausgestaltet, dass
innerhalb der Ausnehmung 143 der zweite Bereich 132 der

transparenten Struktur 130 des ersten Ausfiithrungsbeispiels
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der Figuren 1 und 2 erzeugt werden kann, wenn in die Ausneh-
mung 143 ein transparentes Material hineingepresst wird. Al-
ternativ kann die Ausnehmung 143 auch ausgestaltet sein, eine
Linsenstruktur 133, wie in den Figuren 3 bis 5 dargestellt,
auszubilden. Ferner kann anstelle der Ausnehmung 143 auch ei-
ne Erhebung vorgesehen sein, mit der eine Linsenstruktur 133
analog zur Fig. 6 erzeugt werden kann. Die transparente
Struktur 133 kann einen Kunststoff und/oder einer Epoxidharz
und/oder ein Silikon aufweisen. Alternativ zum Spritzpress-
verfahren kann das Verfahren zur Herstellung der transparen-
ten Struktur 130 auch als Spritzgussverfahren ausgestaltet

sein.

Es kann vorgesehen sein, dass das Gehduse 120 auf einem Sub-
strat angeordnet ist und das Substrat mit dem Gehause in das
Spritzpresswerkzeug 140 eingesetzt wird. In diesem Fall kann
das Oberteil 142 auch derart ausgestaltet sein, dass das
Oberteil 142 auf dem Substrat aufliegt und das Substrat auf
der unteren Platte 141 aufliegt.

In einem Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird das Gehause
120 mit dem optoelektronischen Halbleiterchip 110 in das
Spritzpresswerkzeug 140 derart eingesetzt, dass das Spritz-
presswerkzeug 140 und insbesondere das Oberteil 142 des
Spritzpresswerkzeugs 140 auf den Vorspringen 122, 123 derart
aufliegt, dass das Gehause 120 mit den Vorspringen 122, 123
und das Oberteil 142 einen flir das transparente Material
dichten Bereich bilden. Das bedeutet, dass wahrend transpa-
rentes Material in das Spritzpresswerkzeug 140 eingepresst
wird, das transparente Material nicht durch einen Bereich
zwischen den Vorspringen 122, 123 und im Spritzpresswerkzeug
140 in Kavitaten 144 des Spritzpresswerkzeugs vordringen
kann, da eine dichte Abdichtung zwischen den Vorspriingen 122,

123 und dem Spritzpresswerkzeug 140 erzielt wird.

In einem Ausfiihrungsbeispiel ist das Spritzpresswerkzeug 140
derart ausgestaltet, dass beim SchlieRen des Spritzpresswerk-
zeugs 140, 141, 142 die Vorspringe 122, 123 deformiert wer-

den. Dies kann insbesondere derart ausgestaltet sein, dass
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die Vorspringe 122, 123 um bis zu finfzehn Prozent, insbeson-
dere um finf bis zehn Prozent ihrer Hb6he zusammengedriickt

werden.

In Fig. 8 ist der Querschnitt durch ein Gehduse 120 mit einem
optoelektronischen Halbleiterchip 110 gezeigt. Es kénnen je-
doch in die Zeichenebene hinein oder aus der Zeichenebene
heraus weitere Gehduse mit weiteren optoelektronischen Halb-
leiterchips 110 angeordnet sein, sodass wahrend des Spritz-
pressvorgangs transparente Strukturen mehrerer optoelektroni-
scher Bauelemente 100 in einem Verfahrensschritt erzeugt wer-
den. Dies kann insbesondere dadurch erfolgen, dass die Gehau-
se 120 in einem Zwischenprodukt aneinander angrenzend erzeugt
werden und anschlieBend eine durchgehend transparente Struk-
tur erzeugt wird. Die einzelnen BRauelemente kodnnen dann durch
eine Sageschnitt, durch einen Atzprozess und/oder einen La-
serschneidprozess voneinander getrennt werden. Nach dem Ver-
einzeln ergibt sich in diesem Fall das in Fig. 1 beschriebene
Merkmal, dass die transparente Struktur 130 an zwei Gehause-
seiten 115 jeweils bis an den Rand 101 des optoelektronischen

Bauelements 100 gefiihrt ist.

Analog konnen auch transparente Strukturen mehrerer opto-

elektronischer Bauelemente 100 in einem Verfahrensschritt er-
zeugt werden, wenn die transparenten Strukturen nicht mittels
Spritzpressen, beispielsweise in einem Spritzgussvorgang, er-

zeugt werden.

Fig. 9 zeigt ein solches Zwischenprodukt 150, bestehend aus
drei Gehdusen 120. Die Gehause 120 weisen jeweils einen ers-
ten Vorsprung 122 und einen zweiten Vorsprung 123 auf, wobei
die Vorspringe 122, 123 lber alle drei Gehaduse 120 durchge-
hend gefiihrt sind. Mit gestrichelten Linien sind die Stellen
angedeutet, an denen die Gehduse 120 spater vereinzelt werden
kénnen. Jedes Gehduse 120 weist von seiner Oberseite 121 aus-
gehend eine Kavitat 124 auf, in die ein optoelektronischer

Halbleiterchip 110 eingesetzt werden kann.
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Zusatzlich weist das Zwischenprodukt 150 der Fig. 9 eine op-
tionale Rampe 151 mit Rampenvorspringen 152 auf. Die Rampen-
vorspringe 152 gehen an einer Grenze 153 zwischen Rampe 151
und Oberseite 121 in die Vorspringe 122, 123 idber. Setzt man
das Zwischenprodukt 150 der Fig. 9 in ein Spritzpresswerkzeug
140 der Fig. 8 ein, so ermdglicht dies, optoelektronische
Bauelemente 100 einfacher herzustellen. Spritzpresswerkzeuge
140 weisen im Allgemeinen einen Eingang fiir das spritzupres-
sende Material auf der Ebene der unteren Platte 141 auf. Al-
ternativ kann der Eingang im Oberteil 142 ausgebildet sein.
Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn ein Substrat zwischen
unterer Platte 141 und Oberteil 142 angeordnet ist. Dieser
Eingang kann im Bereich der Rampe 151 angeordnet sein, sodass
das in das Spritzpresswerkzeug 140 gepresste Material mittels
der Rampe 151 auf die Ebene der Oberseite 121 gefithrt werden
und dort die transparente Struktur 130 ausbilden kann. Dazu
kann das Spritzpresswerkzeug 140, insbesondere das Oberteil
142 des Spritzpresswerkzeugs 140 eine zur Rampe 151 parallele
Oberteilrampe aufweisen. Optional kann eine weitere Rampe auf
der der Rampe 151 gegenlberliegenden Seite des Zwischenpro-
dukts 150 vorgesehen sein, mittels der das transparente Mate-
rial, beziehungsweise die vor dem Spritzpressschritt an den
flir das transparente Material vorgesehenen Stellen befindli-
che Luft wieder auf die Ebene der unteren Platte 141 gefiihrt

werden kann.

Die Rampenvorspringe 152 kénnen dabei ebenso wie die Vor-
springe 122, 123 zur Abdichtung zwischen dem Zwischenprodukt
150 und dem Oberteil 142 des Spritzpresswerkzeugs 140 dienen.

Fig. 10 zeigt ein weiteres Zwischenprodukt 150, das dem Zwi-
schenprodukt 150 der Fig. 9 entspricht, sofern im Folgenden
keine Unterschiede beschrieben sind. Eine weitere Rampe 154
ist gegeniiber der Rampe 151 am Zwischenprodukt 150 angeord-
net, wobei mittels der weiteren Rampe 154 das transparente
Material, beziehungsweise die vor dem Spritzpressschritt an
den fir das transparente Material vorgesehenen Stellen be-
findliche Luft wieder auf die Ebene der unteren Platte 141

gefithrt werden kann. Die weitere Rampe 154 weist ebenfalls
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Rampenvorspriinge 152 auf. Die Rampenvorspriinge 152 der weite-
ren Rampe 154 gehen an einer Grenze 153 zwischen weiterer

Rampe 154 und Oberseite 121 in die Vorspriinge 122, 123 iber.

Eine Steigung der Rampe 151 beziehungsweise weiteren Rampe

154 kann dabei zwischen zehn und einhundert Prozent betragen.

Alternativ zur Darstellung der Fig. 9 und 10 kann auch eine
entsprechende Rampe 151 beziehungsweise weitere Rampe 154 fiir

ein einzelnes Gehduse 120 vorgesehen sein.

Der optoelektronische Halbleiterchip 110 kann als Leuchtdiode
oder Laserdiode ausgestaltet sein und dabei eine Konversions-
schicht 112 aufweisen. Ebenso kann der optoelektronische
Halbleiterchip 110 als Leuchtdiode oder Laserdiode ohne Kon-
versionsschicht 112 ausgestaltet sein. Ferner kann der opto-
elektronische Halbleiterchip 110 als Fotodiode ausgestaltet

sein.

Die transparente Struktur 130 kann derart ausgestaltet sein,
dass das vom optoelektronischen Halbleiterchip 110, der als
Leuchtdiode oder Laserdiode ausgestaltet ist, emittierte
Licht zu mehr als 75 %, insbesondere mehr als 90 %, insbeson-
dere mehr als 95 % durch die transparente Struktur 130 hin-
durchgeht. Ferner kénnen die angegebenen Transparenzen auch
fiir durch die Konversionsschicht 112 konvertiertes Licht gel-
ten. Das emittierte Licht kann sichtbares Licht, aber auch
Infrarot- oder UV-Strahlung sein. Dariber hinaus kann sich
die Transparenz auch auf das von der Fotodiode detektierte

Licht beziehen.

Eine Bauhthe des Gehduses 120 ohne die Vorspringe 122, 123
kann zwischen einhundert Mikrometer und eintausendsiebenhun-
dert Mikrometer betragen. Eine HOhe der Vorspringe 122, 123
kann zwischen dreillig und dreihundert, insbesondere zwischen
finfzig und zweihundert und besonders bevorzugt zwischen

achtzig und einhundertzwanzig Mikrometer betragen.
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Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschrieben wurde, ist
die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele einge-
schrankt und andere Variationen koénnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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100
101
110
111
112
113
115
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
140
141
142
143
144
150
151
152
153
154

BEZUGSZEICHENLISTE

optoelektronisches Bauelement
Rand

optoelektronischer Halbleiterchip

Mittelpunkt (des optoelektronischen Halbleiterchips)

Konversionsschicht

Bonddraht

Gehduseseite

Gehause

Oberseite (des Gehiauses)

erster Vorsprung

zwelter Vorsprung

Kavitat (des Gehauses)
Montageflache

Seitenfléache

erster Leiterrahmenabschnitt
zwelter Leiterrahmenabschnitt
Unterseite (des Gehauses)
transparente Struktur

erster Bereich (der transparenten Struktur)
zweliter Bereich (der transparenten Struktur)
Linsenstruktur
Rotationssymmetrieachse
Spritzpresswerkzeug

untere Platte

Oberteil

Ausnehmung

Kavitat (des Spritzpresswerkzeugs)
Zwischenprodukt

Rampe

Rampenvorsprung

Grenze

weitere Rampe

PCT/EP2019/054521
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PATENTANSPRUCHE

Ein optoelektronisches Bauelement (100), aufweisend einen
optoelektronischen Halbleiterchip (110), ein Geh&ause
(120) und eine transparente Struktur (130), wobei das Ge-
hause (120) eine Oberseite (121) aufweist, wobei das Ge-
hause (120) an der Oberseite (121) zweil iUber die Obersei-
te (121) hinausragende Vorspringe (122, 123) aufweist,
wobei die transparente Struktur (130) an der QOberseite
(121) des Gehauses (120) zumindest teilweise zwischen den

Vorspringen (122, 123) angeordnet ist.

Das optoelektronische Bauelement (100) nach Anspruch 1,
wobei die transparente Struktur (130) in an die Vorsprin-
ge (122, 123) angrenzenden Bereichen planar mit den Vor-

spriingen (122, 123) ist.

Das optoelektronische Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 oder 2, wobei die transparente Struktur (130)

eine Linsenstruktur (133) umfasst.

Das optoelektronische Bauelement (100) nach Anspruch 3,
wobei eine Rotationssymmetrieachse der Linsenstruktur
(133) lber einem Mittelpunkt des optoelektronischen Halb-
leiterchips (110) angeordnet ist.

Das optoelektronische Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, wobei das Gehduse (120) eine Kavitat
(124) aufweist, wobeli die Kavitat (124) zwischen den Vor-
springen (122, 123) angeordnet ist, wobei der optoelekt-
ronische Halbleiterchip (110) in der Kavitat (124) des

Gehduses (120) angeordnet ist.

Das optoelektronische Bauelement (100) nach Anspruch 5,
wobei die Kavitat (124) teilweise mit der transparenten
Struktur (130) gefillt ist.
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Das optoelektronische Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 6, wobei eine Konversionsschicht (112) zwi-
schen der transparenten Struktur (130) und dem optoelekt-

ronischen Halbleiterchip (110) angeordnet ist.

Das optoelektronische Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 7, wobei die transparente Struktur (130) an
zwel Gehduseseiten (115) jeweils bis an einen Rand (101)

des optoelektronischen Bauelements (100) gefihrt ist.

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-

ments (100), aufweisend folgende Schritte:

- Erzeugen eines Gehduses (120) mit einer QOberseite
(121) und zwei iUber die Oberseite (121) hinausragen-
den Vorspringen (122, 123);

- Einsetzen eines optoelektronischen Halbleiterchips
(110) in das Gehause (120);

- Aufbringen einer transparenten Struktur (130) an der
Oberseite (121) des Gehduses (120), wobei die trans-
parente Struktur (130) zumindest teilweise zwischen

den Vorspringen (122, 123) angeordnet ist.

Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Gehduse (120) aus
einem Kunststoff erzeugt wird, insbesondere mittels eines

Spritzgussverfahrens.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 oder 10, wobei das
Gehduse (120) mit dem optoelektronischen Halbleiterchip
(110) in ein Spritzpresswerkzeug (140, 141, 142) einge-
setzt wird und wobei die transparente Struktur (130) ei-
nen Kunststoff und/oder ein Epoxid-Harz und/oder ein Si-
likon aufweist und mittels eines Spritzpressverfahrens

innerhalb des Spritzpresswerkzeugs (140, 141, 142) er-

zeugt wird.

Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Gehduse (120) mit
dem optoelektronischen Halbleiterchip (110) in das
Spritzpresswerkzeug (140, 141, 142) derart eingesetzt
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wird, dass das Spritzpresswerkzeug (140, 141, 142) auf
den Vorspriungen (122, 123) aufliegt und das Gehause (120)
mit den Vorspringen (122, 123) und das Spritzgusswerkzeug
dabei einen fiir das transparente Material dichten Bereich
bilden, in den das transparente Material spritzgepresst

wird.

Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Vorspringe (122,
123) beim Einsetzen des Gehauses (120) in das Spritz-

presswerkzeug (140, 141, 142) deformiert werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, wobei das
Spritzgusswerkzeug derart ausgestaltet ist, dass eine
Linsenstruktur (133) des transparenten Materials erzeugt

wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 14, wobei mehre-
re Gehéduse (120) in einem Zwischenprodukt (150) aneinan-
der angrenzend erzeugt werden, wobei die Vorspringe (122,
123) der Gehause (120) durchgehend lber das Zwischenpro-
dukt (150) ausgefiihrt sind, wobei das transparente Mate-
rial zumindest teilweise zwischen den durchgehenden Vor-
spriingen (122, 123) aufgebracht wird, wobei das Zwischen-
produkt (150) anschlielend in einzelne optoelektronische

Bauelemente (100) vereinzelt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 15, wobei das
Gehause (120) oder das Zwischenprodukt (150) eine Rampe
(151) aufweist, wobei die Rampe (151) Rampenvorspringe
(152) aufweist, wobei die Rampenvorspringe (152) an einer
Grenze (153) zwischen Rampe (151) und Oberseite (121) in
die Vorspringe (122, 123) iubergehen, wobei das transpa-
rente Material zusatzlich zwischen den Rampenvorspriingen

(152) aufgebracht wird.
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